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Vorbemerkung

Standardzellenschaltkreise gehéren zur Klasse der Semi-
kundenschaltkreise. Bei der Standardzellentechnik wer-
den bestimmte logische Elemente bereits im Layout fest-
gelegt. Diese als Standardzellen (STAZ) bezeichneten
Elemente sind in einem Katalog zusammengestellt, der
auBerdem eine genaue Beschreibung und die Parameter
der jeweiligen STAZ enthélt. Der Anwender hat somit die
Mdglichkeit, seinen logischen Schaltungsentwurf in die
STAZ-Technik umzusetzen. Damit entstehen Schali-
kreise mit einem jeweils anwenderspezifischen lLayout.
Die Typgruppe U 1500 wird in CSGT2N- und die Typ-
gruppe U 1520 in CSGT2S-Technologie gefertigt.

Fir STAZ-Schaltkreise erfolgen die Festlegungen der ail-
gemeinen Bedingungen und KenngréBen in diesem Stan-
dard. : ~
Zwischen Hersteller und Anwender sind folgende anwen-
derspezifische Vereinbarungen in Technischen Liefer-
und Abnahmebedingungen (TLAB) zu treffen:

— Festlegung der Technologie

— Festlegung der ChipgréBe

— Festlegung des Gehausetyps _

- dreistellige Kennzahl zur Typfestiegung

= Netzwerk-Beschreibungs-Sprache (NBS)

U15** *C-000

]

€

— Bondinsel- und AnschluBbelegung

— Protokoll der Plazierung/Trassierung

~ Simulationsprotokoll der dynamischen Simulation mit
KOSIM

- Mefprogramm

— Funktionspriifolge

~ GréBtwert der Stromaufnahme und Art der
Strommessung

-~ Festlegung der Eingangstakifrequenz

— Abweichungen zu den Tabellen 4 bis 6

1. ALLGEMEINES

1.1. Aligemeine technische Bedingungen

nach TGL 24951 und nach den allgemeinen technischen
Bedingungen fir Plast-Chip-Carrier-Gehause (PLCC-
Gehéduse) und Quad-Flat-Package-Gehause (QFP-Ge-
héuse) nach Festlegung des Herstellers.

1.2. Integrationsgrad
1G 4 nach TGL 24951

1.3. Bezeichnuhg
Aufbau der Bezeichnung und Gestaltung der Typkenn-
zeichnung auf dem Bauelement nach TGL 38015.

———— dreistellige Kennzahi

- —~—————— Betriebstemperatur 0 his 70°C

{ Gehdusetyp, Kurzzeichen nach Tabelle 2
— Codeziffer der ChipgréBe nach Tabelle 1

— technologische Typgruppe: 0 2 CSGT2N-Technologie

2 2 CSGT2S-Technologie
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Tabelle 1

Codexziffer ChipgréBe mm
1 2,3><-2-,3
2 3,2x4,1
3 4 x5
4 6 x6
5 7.5%7,5

2. TECHNISCHE FORDERUNGEN

2.1. Bauform

Bezeichnung eines Schaltkreises. der Typgruppe in
CSGT2N-Technologie, der ChipgriBe 4 mmx5 mm in
DiP-Plastgehéuse und einer Betriebstemperatur von 0 bis
70°C: ‘

~ Schaltkreis U 1503 DC-899 TGL 43876

Folgende Gehausetypen sind entsprechend der mégtic;hen ChipgroBe nach Tabelle 2 wahlbar:

Tabelle 2 - _
Gruppe Gehausetyp _ Kurzzeichen migliche ChipgréBe mm
1 DIP16/18 Plast D 3,2x4,1
P QFP20  Keramik F 2,3%2,3

, k DIP 24128 Plast D oxai
QFP28 ' Keramik E T
DIP40  Plast D

R - _ 4 x5
QFP 44 Keramlk F

4 PLCC64  Plast , P 6 x6
QFP68  Keramik ﬁ» F 7,5%7.5

E lieferbarab 1991

E] lieferbar bis 1989

Ij lieferbar ab 1989

~

MaBe fiir DIP-Gehause nach TGL 26 713. MaBe fur QFP-und PLCC-Gehause nach Angaben des Herstellers.

§

2.2 AnschluBbelegung und Masse

Tabelle 3 |

o Gehausetyp ‘_Ansch!uB—Nr.fﬂr max. Masse
I | Ve Uss 9
DIP16 Plast - 8 T | 15
DIP18 Plast 9 1 1,5
DIP24 Plast 12 1 3,5
DIP28 Plast 14 1 35
DIP40 Plast 20 1 5,6
QFP 20 Keramik 9 19 15
QFP28 Keramik 12 26 2,5

{QFP44 Keramik ~ | 18 | 40 - 4,0 -
QFP68 Keramik 27 61 8,0
PLOCG4 Plast 33 1 2,0

Alle nicht vom Herstelier durch Ugc und Ugs bélegten An-
schitisse sind fiir den Anwender frei verfiigbar und in der
TLAB festzulegen.

2.3. Elektrische Eigenschaften

- 2.3.1. Betriebsbedingungen

Alle Spannungen sind auf Ugs {(Masse) zu beziehen.
Tabelle 4

Betriebsspannung Ugc V 475 | 50 5,25
L-Eingangsspannung Uy V | —0,3- 0,8
H-Eingangsspannung Uy V 24 - Uec + 0,3
Umgebungstemperatur 4, °C| 0 | 25 70

Eingangsfrequenz f nach Vereinbarung. Nachweis vom
Anwender mit den von ihm ersteliten Simulationsfolgen
mit Hilfe des Simulationsprogramms unter worst-case-
Bedingungen bei einer Sicherheit von 20%.

2.3.2. Haupt- und NebenkenngroBen

Die in Tabelle 5 aufgefiihrten KenngroBen gelten fur die in
Abschnitt 2.3.1. genannten Bedingungen, wenn nicht an-
ders angegeben.

Alie Spannungen sind auf Ugg (Masse) zu beziehen.
Zulassige Abweichung fir die Einsteliwerte:
Befriebsspannungen +1 %
Ein- und Ausgangsspannungen und -strdme + 2,5%
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Tabelle 5
: . " Einsteliwerte | priit. | Bewer- | MeB-
Kenngrofie Kleinst- G“:g?:' 9a |kate-| tungs- |schaltung
' o |gorie |kriterium | Abschnitt
Funktionspriifung -
UCC=5:25 Vv B - 4.5.7.
0,4 ' a
L-Ausgangsspannung Ug, V lo=1,6mA
0.8 K
- 457,
a
H-Ausgangsspannung U V. ~  |lo=—0,4mA ”
Ruhestrom lecr  pA 400 ' A 455.
Stromaufnahme I mA 1) 4.5.6.
Leckstrom allerreinen Eingénge 1, pA ) a 452,
: s g . UCC=5-25V
Leckstrom aller bidirektionaler Stufen®® 1, pA 10 05 453
Leckstrom aller Tri-State-Ausgénge®? Iy, pA ' o
Eingangskapazitit C, pF 10 B - 454,
2.4. Grenzwerte
Alle Spannungen sind auf Ugg (Masse) zu beziehen.
Tabelle 6
KenngroBe ) Kleinstwert | GroBtwert
Betriebsspannung Uge V )
Eingangsspannung an allen Eingangen U, V —-05 7,0
Ausgqngsspannung Up V
Ausgangsstrom |, mA ; - 5
Verlustleistung P,,, mw - 500
Umgebungstemperatur 4, °C 0 70
'Lagerungstemperatur Plasigehduse 8,, °C —55 125
‘Lagerungstemperatur Keramikgehiuse By °C ~55 155

_Behandlﬁngsvorschriften fiir MOS-Bauelemente nach Festlegung des Herstellers.

2.5. Zuverlissigkeit

Prufausfalirate Ap und Betriebsausfalirate Az nach Anga-
ben des Herstellers einheitlich fiir alle STAZ-Schaltkreise.
Die Prifausfafirate A, ist an Reprisentationstypen nach
Abschnitt 4.3. zu bestimmen.

Die Betriebsausfallrate Az ist bei Betrieb mit mittlerer elek-
trischer Belastung, bei einer mittieren Umgebungstempe-
ratur von 50°C und einer mechanischen Belastung nach
Beanspruchungsgruppe G 21 nach TGL 200-0057/04 bei
einer Betriebszeit der Gerate und Anlagen von minde-
stens 1000 h, gemittelt iiber 12 Monate, zu ermitteln.

Diese Ausfallrate bezieht sich auf die durch die Bauele-

mente verursachten Funktionsaustalle der Gerite und An-
lagen und kann nurim Rahmen eines Datenriickmeldever-
trages nachgewiesen werden. '

i GrﬁBtwért und Art der Strommessung nach Vereinbarung
2 Summenstrdme aller Ein- und Ausgange

2.6. Einsatzbedingungen

Fr den Einsatz der Schaltkreise gelten die Bedingungen
EK3 nach TGL 26 465.

3. ABNAHMEREGELN

nach TGL 24951, Integrationsgrad 4, und nach den alige-
meinen technischen Bedingungen fiir PLCC- und QFP-
Gehé&use nach Festiegung des Herstellers.

AQL-Werle sind zwischen den Kooperationspartner zu
vereinbaren. Die im Standard enthaltenen AQL-Werte
sind nur fir die staatliche Qualitatsbestatigung verbind-
lich. Fir die Kooperationsbeziehungen gelten sie als
Richtwerte.

® Die Schaltung ist so zu gestalten, daB diese Stufen von aufen gemeinsam in den gewlinschten Zustand geschaltet werden kénnen
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Die Uberprifung der anwenderspezifischen STAZ-Schait-
kreise hat mit den vom Anwender erstellten Funktionspriif-
folgen zu erfoigen, die mit dem dynamischen Logiksimula-
tionsprogramm KOSIM zu bestétigen sind. AuBerdem hat
die Priifung der Kenngré3en nach Tabelle 5 zu erfolgen.

Funktiorisfebler in der Abnahmepriifung sind als K-Fehler
~ 2u bewerten. Ein Schaltkreis ist als ,gut” zu bewerten,

wenn das Prilfprogramm fehlerfrei ablauft.

4. PROFUNG

4.1 Allgemeines

Alle Prifungen der Gruppen B1, B3, B4 und B5 werden je
Gehausetyp an einem Reprasentatlonsschaltkrels ‘durch-
gefiihrt.

Die Priiffung der DIP-Gehause erfolgt nach TGL 24951,
wobei fiir die Plastgeh&use die B4-Prifung entfallt.

Die Priifung des PLCC-Gehdauses erfolgt nach TGL 249561
und nach den allgemeinen technischen Bedingungen fir
Chip-Carrier-Plastgehduse nach Festlegung des Herstel-
lers.

Die Priifung der QFP-Gehause erfolgt nach TGl 24951
und nach den allgemeinen technischen Bedingungen fiir
Quad-Flat-Package-Gehause nach Festlegung des Her-
stellers.

4.2. Priifung mit feuchter Warme

nach TGL. 9206/02

Veriahren 2032.1-Dby, : 21 Zyklenzu je 24 h
Stichproben=13;¢c=1

Plastgehéuse : Priifung an den 5 Wochentagen je 8 h mit
Betriebsspannung, an den Gibrigen 16 h und an den Wo-
chenenden nur Lagerung ohne Betnebsspannung

4.3. Nachweis der Prifzuveriassighkeit

Der Nachweis der Priffausfallrate erfolgt nicht an jedem
anwenderspezifischen Schaltkrels, sondern an Reprasen-
tationstypen nach folgender Festlegung:
Jeder STAZ-Schaltkreis wird hinsichtlich Chlpgroﬂe und
Gehausetyp bewertet. Liegen fiir bestimmte Chipgréfien-
bareiche und Gehéusetypen, die im Entwurfshandbuch
des Herstellers tabellarisch erfailt sind, bergits positive,
kombinierfahige Ap-Prifergebnisse vor, so geiten diese
Ergebnisse fir vergleichbare Schaitkreise.
Der Hersteller hat fir einen anwenderspezifischan Schalt-
kreis die Prifausfallrate jeweils dann nachzuwsisen, wenn
— hinsichtlich der genannien Merkmale keine kombinier-
fahigen positiven Priifergebnisse vorliegen,
— Anderungen und Ergéanzungen im STAZ-Katalog, die
dem technischen Forischritt dienen, erfolgen. -

Pazu ist zwischen Hersteller und Anwender eine Bela- .

stungsschaltung 2zu versinbaren. Der Anwender hat die
zur Prifung erforderlichen Beiastungskanen dem Herstel-
_ler zur Verfiigung zu stellen.

Flr eine Beanspruchungsdauer von t, = 1000 h hetragt

die Mindesigrofie der Stichprobe n = 63.
Die Mindestgroie der Stichprobe bei héherer Beanspru-
- chungsdauer ist nach folgender Gleichung zu berechnen:

_62-10°
- 25

Bewertungskriterium: a- und K-Werte der Hauptkenngrdfen
9, =85°C £ 3K;Ugc =526V

4.4. MeBverfahren
‘nach TGL 24951

4.5. Mefschaltungen
Alle nicht beschalteten Anschliisse bleiben offen.

Keramikgehé&use : Nur Lagerung ohne Betriebsspannung 1. — Eingangsstufen
Die Priifung ist fiir jeden Gehé&usetyp an nur einem STAZ- ' 0 - Ausgangsstufen
Schaltkreis durchzufithren. - 1O — bidirektionale Ein- und Ausgangsstufen
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‘ ———oUcc
4 AN
v - ol%
: =L
$38258 Yee
IM="IOHA -DU)E_Q-.
L —_— C_Q n G E g" .
@5 3 oo 3 . '
—2 v SwkN
Sz B § ol.
6 c o E’_n-g :
— O Oy o o8,
_§ SED§ G \ Uss
gBmeBC |
< a g g < ‘{g
cer Y% a
IIBRGW
o S " ew2
B ol sl =)
£2586¢ 1
. N\ /

Bild 1




TGL 43876 Seile 5

4.5.2. Lecksirom aller reinen Eingénge
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4.5.3. Leckstrom der bidirektionalen Eingange
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4.5.5. Ruhestrom

4.5.6. Stromaufnah
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Bild6 Stromaufnahme, statisch

170

Usg

Bild 5

<

ung der

Ansc‘hlt‘zsse‘
ruffolgen

nktionsp
nach Vereinbarung

A

Bele

mit

S

*.

N/

Bild 7 Stromaufnahme, dynamisch




o

1GL 43876 Seite 7

4.5.7. Funktionspriifung
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5. TRANSPORT UND LAGERUNG

nach TGL 24951, Lagerungsbedingungen und Trans-
portbedingungen entsprechend TK2 upnd TM1 nach
TGL 26465, '

Hinweise : )

Im vorliegenden Standard ist auf folgende Standards Bezug ge-
nommen:

TGL 9206/02; TGL 24951; TGL 26465; TGL 26713; TGL 38 015;
TGL 200-0057/04 : '

Bild8

die Funktionsprifung nachgewiesen

Integrierte Halbleiterschaltkreise; Allgemeine technische Be-
dingungen; Chip-Carrier-Plasigehiuse siche Woerkstandard
EMS 2102 des VEB Forschungszentrum Mikroelektronik Dresden
Integrierte Halblaiterschaltkreise; Allgemeine technische Bedin-
gungen; Quad-Flat-Package-Gehéuse siehe Werkstandard MDS 8
des VEB Forschungszentrum Mikroelekironik Dresden

Alle vom Hersteller im STAZ-Katalog autgefiinrten STAZ konnen
vom Anwender uneingeschrankt genutzt werden.

Anderungen des STAZ-Katalogs, die dem technischen Forischritt
dienen, behalt sich der Hersteller vor. Anderungen und Ergénzun-
gen des STAZ-Katalogs unterliegen einem Anderungsdienst.




